el

Mikroskopia sit elektrostatycznych - EFM

Mozliwosci pomiarowe:

- Obserwacje napied i potencjaldw elektrycz-
ik

POLITECHNIKA WROCLAWSKA

NA RZECZ NAUKI I GOSPODARKI

Centrum Materiatow Zaawansowanych i Nanotechnologi

Laboratorium Mikroskopii Bliskich Oddziatywan,
Nanostruktur i Fotoniki

Wydziat Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki
Katedra Elektroniki i Fotoniki

dr inz. Teodor Gotszalk

Zasada pomiaru:

mikro-

nych na

- Obserwacje profill domieszkowania w
strukturach pétprzewodnikowych,

- Obserwacje rozkfadu tadunku elektryczne-
go na powierzchni izolatordw.

Przykladowe wyniki pomiardw:

Topograla

Obraz & iekirosaarycznych

7

alabiryanych powsarzchn

Sci badawcze:

Tl :
':.Ia
DOwRITCH

modu-

28 26 m, 268 268 it

Mikroskopia sit scinajacych

«Shear force”-ShFM

Mozliwosci pomiarowe:

- Obserwacje topografil powlerzchni [,
IJ Fotodetekinr Ph, Fotndetekior Fh,

technologicznych o podwyzszonej

chropowatodei,

prébek;
- Manolitografia,

fpaie
| skanowsnia 35 x 25 gm, 258 x 258 i) |

- Obserwacje lokalizaci pdl emisji
polowej na powierzchni badanych

larmie] pil bliskich oddzialy
i cyfrowe uklady elekroniczne, glowice mechanicz-
ne | uktady umo_mechaniczne),

- Opracowy P ia sterujaco-po-
miarowego | przetwarzania obrazdw,

h ¢ i bli-
skiego pola oraz analiza ich wlasélwnéd metrolo-
gicznych,

Mikroskopia bliskiego pola termicznego-SThM
Maozliwosci pomiarowe:

- Obserwacje rozkladu temperatury na
powierzchni uktaddw mikro- i nanoelek-
tronicznych-tryb pasywny SThM,

- Obserwacje przewodnosci cieplnej ma-
teriatéw tworzacych strukture-tryb

aktywny SThM;

Przykladowe wyniki pomiardw-Tryb statyczny:

Zasada pomiaru

%
Frots Frocus r)
SThikaryt pasywny | SThMpyS aknyuny

|
—

Systemy kontrolno-pomiarowe i czujniki bliskiego oddziatywania

Wspétpraca naukowa:
+ Uniwersytet w Kassel (Niemcy),
= Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie,
+ Politechnika Warszawska,
» Instytut Informatyki Stowackiej Akademii Nauk
w Bratyslawle,
* Phy isch Technische
- Brunszwiku {Niemcy),
* Uniwersytet w Maryland (USA).

PTB w

Zasada pomiaru:

Wytwarzanie nanostruktur metodami mikroskopii
bliskich oddziatywar-Nanolitografia

Mozliwosci badaweze: K 3 z R
yzacja p d

- Wytwarzanie wzordw
{nanostruktur) na po-
wierzehniach metalicznyeh
i pitprzewodnikowych,

- Wytwarzanie uktadéw
elektroniki kwantowej (np.
punkty, linie kwantowe).

wyniki ekspery




